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研究成果の概要（和文）： 本研究は、我国が先行する常温接合を世界に先駆けて実用化・量産化に結びつけるための
新しい視点として、大気中での常温接合を実現することを目的としている。
 そのため、従来の常温接合の基礎技術を体系化し、Arイオン衝撃とSiのナノ密着層の組み合わせ、原子拡散接合、大
気圧プラズマ照射、水素ラジカル処理などの新しいプロセス、およびその複合プロセスを提案した。
 またこの過程で、当初予定していなかったSi-Feナノ密着層を適用することで、ポリマーとガラスや、SiCなどの接合
が可能であることが判明した。これらの結果を応用し、光マイクロシステムの集積化やデバイス封止技術へ適用可能で
あることを示した。

研究成果の概要（英文）：This research aims to establish a method for room temperature bonding in ambient g
as as a new approach to industrial and volume production for devices using the surface activated bonding m
ethod which has been developed in advance in Japan. 
For thie purpose, the fundamental knowledge for bonding and it mechanism was accumulated and compiled syst
ematically. Based on those research results, new processes including Ar-ion bombardment, Si-nano adhesion 
layer, atom diffusion bonding, air-plasma treatment, hydrogen radiacal treatment, and their combined proce
ss were proposed to demostrate the feasibility of the method for room temperature bonding. During the rese
arch also a new finding was done that shows the possibility of bonding polymers, glasses, and SiC using Si
-Fe nano-adhesion layer, which was not planned in the original research proposal. Finally it has been show
n that the proposed process can be applied successfully to integrating optical microsystems and sealing mi
cro-devices.
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１．研究開始当初の背景 
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２．研究の目的 
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３．研究の方法 
(1)表面活性化の基礎検討 
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(2)ナノ密着層による原子拡散接合 
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（3）Ar プラズマ，大気圧プラズマ，水素ラ
ジカル処理 
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４．研究成果 
(1)表面活性化の基礎検討 
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(2)ナノ密着層による原子拡散接合 

�原子拡散接合における真空中及び不活性
ガス中の接合�
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（3）Ar プラズマ，大気圧プラズマ，水素ラ
ジカル処理 

�ノンアロイ金属オーミックコンタクト層
を用いた GaN の Si 基板上への低温接合�
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